
 

 

 

Покрытие антиотражающее марки ПА193-02 

ТУ 20.59.59.900-004-92611467-2022 

ОКПД2 20.59.59.900 ЕК-001 6850 

Предназначено для проведения процесса фотолитографии с лазерным излучением 193 нм. 

Обеспечивает отсутствие отраженного света в слое фоторезиста при изготовлении интегральных схем.  

Основные характеристики 

Наименование параметра, единица измерения Норма показателя 

1. Внешний вид (при приемке и поставке) прозрачная жидкость без 

осадка, не содержащая 

посторонних включений, 

видимых невооруженным 

глазом 

2. Массовая доля воды, % масс., не более 0,3 

3. Массовая доля элементов, % масс. (ppb), не более: 

- алюминий 

- железо 

- магний 

- калий 

- кальций 

- марганец 

- натрий 

- медь 

- молибден 

- цинк 

10,0·10-7 (10,0) 

20,0·10-7 (20,0) 

10,0·10-7 (10,0) 

15,0·10-7 (15,0) 

30,0·10-7 (30,0) 

10,0·10-7 (10,0) 

30,0·10-7 (30,0) 

12,0·10-7 (12,0) 

20,0·10-7 (20,0) 

30,0·10-7 (30,0) 

4. Концентрация взвешенных частиц эквивалентным 

диаметром, шт/см3, не более 

- более 0,50 мкм 

- более 0,30 мкм 

- более 0,25 мкм 

20 

50 

100 

5. Вязкость, сСт (при 25 °С) 2,7 ± 0,5 

6. Массовая доля сухого остатка, % масс. 3,0 ± 0,5 

7. Оптимальная толщина пленки, нм 

Отклонение толщины пленки от среднего значения, 

нм, на пластину Ø200 мм.  

82 

 

± 2,0 

8. Оптическая плотность на 193 нм (приведенная 

к 1 мкм), мкм-1 12,0 ± 0,6 
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Покрытие антиотражающее марки ПА193-02 является аналогом AR-19G 

Сравнение антиотражающих свойств ПА193-02 и аналога 

 

Совместимость фоторезиста с ПА193-02 

 

Из кривой Боссунга видно, что стандартная толщина фоторезиста для формирования 

фоторезистивной маски 3060 Å (306 нм), она является вполне оптимальной для использования совместно 

с ПА193-02. 
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Зависимость толщины пленки ПА193-02 от скорости вращения центрифуги 

 

Подбор оптимального фокуса 

  19 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 

-0,25   123,50 119,76 117,60 119,27   

-0,2 124,39 124,14 121,98 118,86 120,71 120,19 

-0,15 128,96 124,75 122,99 120,20 121,42 118,82 

-0,1 127,74 123,60 124,55 123,89 121,56 121,42 

-0,05 126,44 125,24 125,15 122,81 125,11 121,74 

0 127,20 124,81 126,33 123,59 122,87 121,26 

0,05 127,19 128,28 125,68 121,85 123,12 122,78 

0,1 127,20 126,83 125,99 123,83 123,30 123,32 

0,15 126,12 126,23 124,60 125,40 124,34 122,08 

0,2   124,20 125,24 123,89 121,47   

 

 

По результатам FEM оптимальный рабочий фокус F=0,05 
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Линейные размеры фоторезистивной маски  

No. Chip No. 
На аналоге 

No. Chip No. 
На АОП ПА193-02 

        

    Data P No.     Data P No. 

1 00,00 123,13 1 1 00,00 127,86 1 

2 01,-2 119,37 1 2 01,-2 127,90 1 

3 -2,-3 118,28 1 3 -2,-3 125,49 1 

4 -3,01 119,96 1 4 -3,01 126,94 1 

5 -1,04 119,00 1 5 -1,04 126,00 1 

6 02,02 120,41 1 6 02,02 125,90 1 

Maximum 123,13 Maximum 127,90 

Minimum 118,28 Minimum 125,49 

Mean 120,03 Mean 126,68 

Max-Min 4,85 Max-Min 2,41 

3 Sigma 5,08 3 Sigma 3,13 

Внешний вид элементов фоторезистивной маски 

На аналоге На АОП ПА193-02 

  

Профиль фоторезистивной маски 

На аналоге На АОП ПА193-02 

  

  

Для формирования фоторезистивной маски толщиной 3060 Å (306 нм) оптимальная толщина ПА193-

02  820 Å (82 нм). 

 



Линейные размеры элементов после ПХТ 

No. Chip No. На аналоге No. Chip No. На АОП ПА193-02 

    LINE TEG     LINE TEG 

    Data P No. Data P No.     Data P No. Data P No. 

1 00,00 107,77 1 130,34 2 1 00,00 108,90 1 141,31 2 

2 01,-2 107,36 1 137,35 2 2 01,-2 110,70 1 140,15 2 

3 -2,-3 105,79 1 135,30 2 3 -2,-3 107,58 1 135,98 2 

4 -3,01 105,68 1 138,04 2 4 -3,01 107,74 1 129,30 2 

5 -1,04 107,34 1     5 -1,04 111,66 1     

6 02,02 107,73 1     6 02,02 110,04 1     

7 -1,05     134,21 2 7 -1,05     138,74 2 

8 02,03     133,09 2 8 02,03     138,39 2 

Maximum 107,77 138,04 Maximum 111,66 141,31 

Minimum 105,68 130,34 Minimum 107,58 129,30 

Mean 106,95 134,72 Mean 109,44 137,31 

Max-Min 2,09 7,70 Max-Min 4,08 12,01 

3 Sigma 2,86 8,53 3 Sigma 4,93 12,95 

Внешний вид элементов после ПХТ и снятия остатков фоторезиста и ПА193-02 

На аналоге На АОП ПА193-02 

  

  
 

 

 

 

 

 

 



Профиль элементов после ПХТ и снятия остатков фоторезиста и ПА193-02 

На аналоге На АОП ПА193-02 
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